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Examen

Questions de cours (2pts)

200 A LonA)
On considére la caractéristique I = f (Ug) d’une diode a
jonction Figure. 1. ‘
1- Déterminer la tension de seuil de cette diode. 100
Fig.1
2-Soit M le pomt de fonctionnement appartenant a la e
courbe tel que Im=100mA. Trouver graphiquement la U
résistance dynamique de la diode en ce point. el -
05 i 2 3
Exercice 1(2pts)
Pour le circuit de la Figure.2 Trouver les valeurs correspondantes de R; pour satisfaire
chacune des conditions suivantes :
a-v=3V;b-v=0V;c-{ 3A d- La puissance d1ssxpee dcms R; estde 12W.
X
v % A
Fig.2
Exercice 2 (6pts)
1. Réduire le circuit de la Fig. 3 & un dipdle 5
équivalent comprenant une source de c WV f——tp——
tension Veqen série avec une résistance 10
5= 2, % 10
Req entre les deux points let 1°. N5
B i =
2. Sion connecte a ’acces 11° une résis;tance 10 @ 5
de charge Ry = 10 Q, calculer la puiissance A S ' E
absorbée par Ry. 1 @D '
& 3 @
1 ¥
Fig.3
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